BC 160, BC 161 ITT

PNP-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistoren
fur Schalter- und Verstarkeranwendungen

Die Transistoren werden nach dem Kollektor-Basis-Stromverhaltnis (Gleich-
stromverstarkung) B in die drei Gruppen 6, 10 und 16 eingeteilt und sind
gepaart oder als Komplementarpaare BC 140/BC 160 bzw. BC 141/BC 161
lieferbar. Paarungsbedingung: Bei |Uceg| = 1V, |Ic| = 100 mA ist das Ver-
haltnis der Gleichstromverstarkungen < 1,25. _

Metallgehause JEDEC TO-39

5 C 3 nach DIN 41 873

Gewicht ca. 1 g

Kollektor mit Gehause verbunden
MaBe in mm

max.05 9
Grenzwerte BC 160 BC 161
Kollektor-Basis-Spannung —Ucgo 40 60 V
Kollektor-Emitter-Spannung —Ucr0 40 60 Vv
Emitter-Basis-Spannung —Ugo 5 5 Vv
Kollektorstrom —lc 1 A
Basisstrom —Ig 0,1 A
Verlustleistung
bei Ty = 25 °C Piot 0,75 W
bei Tg = 60 °C Piot 2 B, W
Sperrschichttemperatur T; 175 i &
Lagerungstemperaturbereich Ts —~565...+ 175 °C
Kennwerte bei 7; = 25 °C BC160-6 BC 160-10 BC 160-16

BC161-6 BC 161-10 BC 161-16
Kollektor-Basis-Stromverhaltnis

bei —=Ucg =1V, —Ic=01mA B 46 80 120
bei —Ucg =1V, —lc=100mA B 63 100 160

' (40...100) (63...160) (100...250)
bei —Uce =1V, —lc=1A B 15 20 30
Kollektor-Sattigungsspannung = —UcEkset 0,6 (< 1) V

bei —lc = 1A, —Ig = 100 mA

Basis-Emitter-Spannung —Uge 1,0 (< 1,7) V
bei—Uce =1V, —lc=1A
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BC 160 BC 161
Kollektorreststrom

bei —'UCE = 40V —IcEs 10 (< 100) nA
bet —Ucg = 60V —IcEes 10 (< 100) nA
bei —Uce =40V, T; = 150 °C —IcEs 10 (< 100) uA
bei —Ucg =60V, T; =150 °C —IcEs 10 (< 100) uA
Kollektor-Emitter-

Durchbruchspannung

bEE —Ilc = 0,1 mA —Usr)jces > 40 > 60 V
bei —/c = 50 mA (gepulst —UpRriceo > 40 > 60 Vv
200 us, 1 %)

Emitter-Basis- —UBR)EBO >5 V
Durchbruchspannung

bei —/g = 0,1 mA

Transitfrequenz fr > 50 MHz
bei —Ucg = 10V, —Ic = 50 mA,

f =20 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat Ccao < 30 pF
bei —=Ucg =10V, f = 1 MHz

Emitter-Basis-Kapazitat Ceso < 180 pF

bei —Ugg =05V, f =1 MHz

Warmewiderstand

Sperrschicht — umgebende Luft Rinu < 200 K/W
Sperrschicht — Gehause Rivg < 35 K/W

Schaltzeiten bei —Ic = 100 mA, — /g; = Ig7 =~ 5 mA

Einschaltzeit tein < 500 ns
Ausschaltzeit foruis < 650 ns

MeBschaltung fiir die Schaltzeiten

L;J [0 1S

Osz.
O T 9 Ot =15ns
1k Ze >100k§2

1k
50
e IN4151 —
l 5V *l20 v
O @ i @ O

Anstiegs- und Abfallzeit der Eingangsspannung < 15 ns.
Generator-Innenwiderstand 50 .

- 11V

265



BC 160, BC 161

ITT

K/W
100

ihG

o=

zulassige Gesamtverlust-
leistung in Abhangigkeit
von der Temperatur

10V

av
~ [20V]

Ry =35 KIW

*=

thu

=2ﬁ0 K/W

100

- 1.7

Impuls-Warmewiderstand
in Abhédngigkeit
von der Impulsdauer

200 °C

BC 160, 161

05

02 |

0]

005

002

0005

5

|

|

10-6

102

10-4

10-3

102

> 1,

T

1s

nA

10

»n =

zulassige Gesamtverlust-

leistung in Abhangigkeit
von der Temperatur

BC 161

(~Upg=0..8V

|__[ov

5V

30v/|

\ RinG =35 KIW

~ 6OV

=200 K/IW

100

- 1.5

Kollektorreststrom in
Abhangigkeit von der
Sperrschichttemperatur

BC 161

T 1 1T T 1
_BC 150:"'UCE=&UV

_J__l-l—f

200°C

BC 160,161

: _Uta =60V

/ Streuwert

| / ‘Mittelwert

©200°C

266



1TT

BC 160, BC 161

Kollektor-Basis-Stromverhaltnis
in Abhangigkeit
vom Kollektorstrom

BC 160-6,161-6
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Kollektor-Basis-Stromverhaltnis
in Abhangigkeit
vom Kollektorstrom
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Ausgangskennlinien
Emitterschaltung
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Kollektor-Sattigungsspannung
in Abhangigkeit
vom Kollektorstrom
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Transitfrequenz
in Abhangigkeit
vom Kollektorstrom
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Kollektor-Basis- und Emitter-
Basis-Kapazitat in Abhangigkeit
von der Sperrspannung
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